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我々は、基板の自由度が高く、低コスト化に有利な溶液法

を用いてIGZO薄膜トランジスタ(TFT)を作製し、アモルファ

スシリコン以上の移動度(= 5.1 cm2V-1s-1)を達成した[1]。今

回、さらなる特性の改善のための知見として、IGZO膜の焼成

温度が伝達特性に与える影響を調べ、その原因を解明した。 

In、Ga、Znの硝酸塩と2-メトキシエタノール等の溶媒から

成るIGZO前駆体ゾル(In:Ga:Zn=6:1:3)をSiO2膜付きのSi基板

にスピンコートした後、300、400、800°Cのいずれかの温度に

て2時間焼成した。接地されたソースに対して+40Vの電位を

ドレインに与えた時の伝達特性を図1に示す。焼成温度の増加

に伴いVG > 0におけるID (以降オン電流)が増加する。 

図2に、フォトルミネセンス(PL)からドナー準位(ED)と価電

子帯(EV)のエネルギー差(図中の青字)、紫外可視光吸収からギ

ャップエネルギー(赤字)、光電子分光(UPS)から真空準位とED

の差(緑字)を求め、推定したバンド構造を示す。焼成温度の上

昇とともにEgが減少するが、オン電流増加の原因となりうる

EC、ED間エネルギーの減少は見られない。 

各焼成温度でのO 1s電子のXPSスペクトルを図3に、図3の

スペクトルを、報告[2]を参考に530eV(格子酸素)、531eV(酸素

空孔に隣接する酸素)、532eV(水酸基中の酸素)の3つのピーク

に分離して求めた各強度の焼成温度依存性を図4に示す。焼成

温度の上昇に従い格子酸素が増加する一方、酸素空孔と水酸

基は減少する。 

IGZOにおいて、ドナーとして働く酸素空孔の増加によりオ

ン電流が増加するとの報告[2]がある。しかし、本IGZO膜では、

焼成温度上昇により逆に酸素空孔は減少するため、オン電流

増加は上記と異なる機構、すなわち、電子の移動を阻害する

電子散乱中心として働く酸素空孔や水酸基[3]が減少すること

がオン電流を増加させている[4]と考えられる。 

 

 

 

 
Fig. 1 Drain-source current (Id) as a function of 
voltage applied to the gate electrode (Vg), 
observed in IGZO TFTs sintered at 300 (△), 400 
(●), and 800 (□) oC. 

 
Fig. 2 Proposed band diagrams of IGZO thin films 
sintered at 300 (i), 400 (ii), and 800 (iii) oC. 

 

 
Fig. 3 XPS spectra of O 1s electrons, observed in 
IGZO films sintered at 300 (-), 400 (---), 500 (-), 
600 (---), 700 (-), and 800 (---) oC. 

 
Fig. 4 Intensities of XPS peaks at 530 (●), 531 
(△), and 532 (■) eV, as a function of sintering 
temperature. 
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